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【57】申請專利範圍
1.　一種二極體，包含：一基板；一第一絕緣層，設置於該基板上；一第二絕緣層，設置於
該基板上，並與該第一絕緣層定義一元件區域；一深摻雜區，具有一第一導電型，並位

於該元件區域下方；一井區，具有一第二導電型，設置於該基板上，其中該井區設置於

該元件區域下方，且該深摻雜區設置於該井區內；一第一摻雜區，具有該第一導電型，

其中該第一摻雜區設置於該元件區域內，該第一摻雜區位於該深摻雜區上並直接接觸該

井區；以及一第二摻雜區，具有該第二導電型，相鄰設置於該第一摻雜區旁，其中該第

二摻雜區位於該深摻雜區上，並經由該深摻雜區以及該第一摻雜區而與該井區電性絕緣。

2.　如請求項 1所述的二極體，更包含：一間隔區，設置於該深摻雜區上，並位於該第一摻
雜區與該第二摻雜區之間。

3.　如請求項 1所述的二極體，更包含：一閘極電極，設置於該元件區域上，並位於該第一
摻雜區與該第二摻雜區之間。

4.　如請求項 1所述的二極體，其中該井區的導電型與該深摻雜區的導電型互相相反。
5.　如請求項 1所述的二極體，更包含：一第三摻雜區，具有該第一導電型，並位於該深摻
雜區上，其中該第二摻雜區設置於該第一摻雜區與該第三摻雜區之間，並經由該深摻雜

區、該第一摻雜區與該第三摻雜區而與該井區電性絕緣。

6.　一種二極體串電路，包含：一基板；複數個絕緣層，設置於該基板上，並用以定義一第
一元件區域與一第二元件區域；一井區，設置於該基板上，其中該井區設置於該第一元

件區域與該第二元件區域下；一第一二極體，包含：一第一深摻雜區，具有一第一導電

型，設置於該井區內，並位於該第一元件區域下方，其中該井區具有一第二導電型；一

第一摻雜區，具有該第一導電型，其中該第一摻雜區設置於該第一元件區域內，該第一

摻雜區位於該第一深摻雜區上並直接接觸該井區；以及一第二摻雜區，具有該第二導電

型，其中該第二摻雜區位於該第一深摻雜區上與該第一摻雜區旁，並經由該第一深摻雜
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區以及該第一摻雜區而與該井區電性絕緣；以及一第二二極體，包含：一第二深摻雜

區，具有該第一導電型，設置於該井區內，並位於該第二元件區域下方；一第三摻雜

區，具有該第一導電型，並耦接至該第二摻雜區，其中該第三摻雜區設置於該第二元件

區域內，該第三摻雜區位於該第二深摻雜區上並直接接觸；以及一第四摻雜區，具有該

第二導電型，其中該第四摻雜區位於該第二深摻雜區上與該第三摻雜區旁，並經由該第

二深摻雜區以及該第三摻雜區而與該井區電性絕緣。

7.　如請求項 6所述的二極體串電路，更包含：一間隔區，位於該第一摻雜區與該第二摻雜
區之間。

8.　如請求項 6所述的二極體串電路，更包含：一間隔區，位於該第三摻雜區與該第四摻雜
區之間。

9.　如請求項 6所述的二極體串電路，更包含：一第五摻雜區，具有該第一導電型，位於該
第一深摻雜區上以及位於該第二摻雜區與該些絕緣層之一第一者之間，以使該第二摻雜

區經由該第一深摻雜區與該第五摻雜區而與該井區電性絕緣。

10.   如請求項 6所述的二極體串電路，更包含：一第五摻雜區，具有該第一導電型，位於該
第二深摻雜區上以及位於該第四摻雜區與該些絕緣層之一第二者之間，以使該第四摻雜

區經由該第二深摻雜區與該第五摻雜區而與該井區電性絕緣。

圖式簡單說明

為讓本揭示內容之上述和其他目的、特徵、優點與實施例能更明顯易懂，所附圖式之說

明如下：第 1圖為根據本揭示內容之一實施例所繪示的一種二極體的剖面示意圖；第 2A圖
為根據本揭示內容之一實施例所繪示的一種二極體的剖面示意圖；第 2B圖為根據本揭示內
容之一實施例所繪示的一種二極體的剖面示意圖；第 3圖為根據本揭示內容之一實施例所繪
示的一種二極體的剖面示意圖；第 4圖為根據本揭示內容之一實施例所繪示的一種二極體串
電路的剖面示意圖；第 5A圖為根據本揭示內容之一實施例所繪示的一種靜電放電防護裝置
的剖面示意圖；第 5B圖為根據本揭示內容之一實施例所繪示的一種靜電放電防護裝置的剖
面示意圖；以及第 6圖為根據本揭示內容之一實施例所繪示的一種二極體的剖面示意圖。
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